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摘 要

在本研究裡利用RF濺鍍成長ZnO：Fe薄膜，探討ZnO：Fe薄膜的結構、表面形貌、摻雜比例對於導電性(conductivity)、載

子濃度(carrier concentraction)、遷移率(mobility)、光穿透率(transmission)以及磁化強度(magnetization)之影響，進而獲得具良

好光電特性ZnO：Fe薄膜之最佳製程條件。 實驗結果顯示最佳製程條件為 ZnO靶材射頻功率30 W、Fe靶材射頻功率10 W

、工作壓力1 mTorr、工作溫度450 oC。對於最佳製程參數成長之150 nm ZnO：Fe薄膜其電阻率為1.59×10-2 Ωcm，載子

濃度為3.79×1019 m-3，遷移率為10.3 cm2/Vs，在可見光範圍之穿透率可以達90.4 %。我們發現ZnO：Fe薄膜隨著薄膜表

面粗糙度越低，其平均光穿透越高。摻雜原子的比率在Fe/Zn為1.153 %時，ZnO：Fe薄膜可達到最高導電性。另外，薄膜

晶粒越大，電阻率越小，符合片電阻與晶粒大小成反比之預期。最後根據在300 K所量測的ZnO：Fe薄膜磁滯曲線圖，我

們可確信可得到居禮溫度(Tc)在室溫以上之ZnO：Fe薄膜，其飽和磁化強度(Ms)隨著Fe之原子比例上升而增強。
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